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大 瀬 憲 寛
Si(111)面については水素吸着を行い,その構造が∂-7×7になることを確認したが,その
際水素の庚着 ･脱離過程前後におけるSi表面の変化を,1モノレイヤーレベルのステップにつ
いて観察したところ,､表面のSiの原子数は変化 しないことを兄い出した｡
さらにSiの蒸着によってSi表面にadatomを供給し,表面構造の変化をいろいろな温度で
観察した｡
またREM像のコントラストについてはこれまで定量的な計算例がなかったが,今回RHEED
強度の多波計算を行った｡モデルとしそ比較的簡単な系であるAu/Pt(111)を採用 したが,
<1了o><11盲>のどちらの入射方位においても,Au原子を毅着させることにより,RHEED強
度のピークが単純な思考でも期待される通 り浅い入射角側にずれることがわかった｡
2.弱場展開による弦理論の解析
大 屋 力
この論文では非線形シグマ模型を用いて時空における弦の有効 ラグランジアンを弱場展開に
よる摂動計算で解析する｡初めにボソン的弦模型でタキオンと質量零粒子に対する有効ラグラ
ンジアンを求め,その中に現れる散乱振幅中のタキオンと質量零粒子に対応する中間状態のポ
ールが,弱場の4次までの摂動計算で,引き去られていることを示すOさらにタヰ オンの今の-
場合では摂動の-5次まで同じ事が成立することを示 し,さらに,弱場の全ての次数で同じ事が
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